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Nanotechnologia daje nam obecnie ogromne mozliwosci uzyskiwania lepszej
integracji materiatow, ich lepszych parametréw, nadawanie im nowych wlasciwosci,
precyzyjnej kontroli ich architektury/ksztatu oraz znacznie wicksze] elastycznosci
aplikacyjnej w wielu obszarach, poczawszy od elektroniki, fotoniki konczac na medycynie
personalnej oraz biologii.

Projekt osadzony jest w kontekscie dynamicznego rozwoju oraz transformacji
wspotczesnej technologii, zawierajac w sobie zawansowane badania z pogranicza fizyki,
chemii, inzynierii materialowej oraz elektroniki. Glownym celem Projektu jest
wytworzenie cienkowarstwowych zrédel S$wiatla opartych na nanostrukturach
kwantowych (QNs) emitujacych w podczerwieni (NIR-QLED).

Tego rodzaju rozwigzanie znalez¢ moze zastosowanie w wyswietlaczach podczerwieni
wykorzystywanych w przemysle wojskowym (ang. night vision), jako elementy sensoréw
oraz biosensoroW mikrouktadowych (ang. lab-on-chip) czy jako zrodta $wiatta w wielu
innych systemach detekcji (ang. machine vision).

Na Projekt sktada¢ si¢ bedzie kilka waznych etapow badawczych: ETAP
TECHNOLOCZNY: Jednym z najwazniejszych krokdw prowadzacych do otrzymania tego
typu urzadzen jest synteza wysokiej jakosci oraz stabilno$ci QNs oraz kontrola ich
wiasciwosci strukturalnych oraz ich fotochemicznych wilasciwosci powierzchniowych. W
Projekcie, poza opracowaniem i optymalizacjg procesu wzrostu QNs, wykorzystane zostang
nowe sposoby pokrywania QNs powltokami nicorganicznymi typu rdzen-ptaszcz (ang. core-
shell) w celu uzyskania lepszej integracji nanostruktur z matrycg oraz uzyskania ich wigkszej
wydajnos$ci emisji. W ramach dziatan technologicznych, otrzymane warstwy QNs zamykane
beda pomiedzy cienkimi warstwami, na ktore nastgpnie nanoszone beda kolejne warstwy oraz
kontakty metaliczne w celu uzyskania peinej architektury diody elektroluminescencyjnej.
ETAP ANALITYCZNY: Wszystkie otrzymywane w Projekcie struktury (QNs, core-shell
QNs, cienkie warstwy QNs, cala architektura diody) poddawane beda podstawowym oraz
zaawansowanym badaniom strukturalnym, spektroskopowym oraz elektrycznym. Badania te
beda miaty na celu zrozumienie podstawowych mechanizméw fizyko-chemicznych majacych
wplyw na dziatanie diody. ETAP INZYNIERYJNY: W celu prowadzenia wiarygodnych
badan, w Projekcie przeprowadzona zostanie modernizacja oraz automatyzacja systemow
wzrostu QNs w celu uzyskania jak najwyzszej powtarzalnoSci procesu ich wzrostu oraz
prowadzeniu wiarygodnych badan. W podobnym celu skonstruowany zostanie takze
zautomatyzowany system do nanoszenia cienkich warstw. Dodatkowo, na podstawie
zakupionych w Projekcie urzadzen uruchomiony zostanie system do kompleksowych
pomiardw elektrycznych.

Wszystkie wymienione powyzej zagadnienia zawieraja duzg liczbg problemoéw natury
podstawowej, ktore zamierzamy w Projekcie rozwigzac i ktore zostat szczegétowo opisane w
Projekcie. Jednym z gléwnych zatozen Projektu jest weryfikacja poziomu i poprawnosci
zrozumienia badanych w Projekcie zagadnien, poprzez wykonanie dziatajacego prototypu
urzadzenia.



